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車載および産業用途向け推奨SiC MOSFETチップ

・用途ごとに重視される特性を◎、○、△の3段階で評価し、併せて当社推奨チップを表に示しています。

・トレンチゲートSiC MOSFETは、低オン抵抗を重視した構造であり、導通損失の低減が期待できます。
一方で、セルの高密度化によりQgの増加や、高いdV/dtによる誤ターンオンのリスクが高まるため、
負バイアス回路の採用やゲート抵抗値の最適化など、ゲートドライバの適切な設計が重要となります。

・プレーナゲートSiC MOSFETは、導通損失とスイッチング損失のバランスを重視した構造であり、
OBC（On-Board Charger）や産業用電源など、高速のスイッチングが求められる用途に適しています。

項目 車載 産業

インバータ OBC モータドライブ データセンターUPS

お客様の
評価項目

導通損失 ◎ 〇 ◎ ◎

スイッチング損失 〇 ◎ △ ◎

リカバリー損失 〇 ◎ ○ ◎

dV/dt耐性 ◎ 〇 ◎ 〇

推奨チップ(当社ラインアップ) トレンチSiC MOSFET トレンチSiC MOSFET
プレーナSiC MOFSET トレンチSiC MOSFET トレンチSiC MOSFET

プレーナSiC MOFSET

(注釈) 上記は参考例であり、すべてを包括的に示したものではありません。

Priority Level: ◎ High / ○ Medium / △ Low
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